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 要  旨 
近年のバックボーンネットワークなどにおける光通信システムの更なる高速大容量化の要望に
応えるべく、波長分割多重（WDM：Wavelength Division Multiplexing）や光時分割多重
（OTDM：Optical Time Division Multiplexing）などの技術が注目を集めている。波長分割多重
（WDM）などの複数の波長の光信号を一括して伝送する光通信技術においては、多重するチャ
ンネル数によって伝送容量が決まるので、広帯域な範囲で波長を多重できればそれだけ大容量な
通信が可能になる。そのためには、広帯域な範囲でクロック光を生成することが必要になってく
る。また、全光型信号処理において高速動作を可能にする光デバイスの一つとして、半導体光増
幅器（SOA：Semiconductor Optical Amplifer）を用いた波長変換素子というものがある。そこ
で本研究では、この波長変換素子の広帯域性に着目し、電界吸収型光変調器 (EAM：
ElectroAbsorption optical Modulator)によって生成されたクロック光を任意の波長に波長変換
することにより、広帯域な範囲でクロック光を生成することを目的としている。 
 具体的には、EAM などで生成したクロック光を入力光として波長変換を行い、S バンド
（1460nm～1530nm）、C バンド（1530nm～1565nm）L バンド（1570nm～1610nm）をカバ
ーした従来よりも広帯域な範囲でクロック光を生成した。生成したクロック光について、OSNR
（Optical Signal-to-Noise Ratio）、ジッタ、時間バンド幅積、伝送特性などの評価を行った。S
～L バンドにおいて、高 OSNR、低ジッタで、時間バンド幅積もフーリエ変換限界パルスに近く、
伝送特性に優れたクロック光の生成を実現し、本研究で提案する方法の有効性を示した。 
 
